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1.はじめに 

Ar ガスクラスターイオンビーム(Ar-GCIB)は有機材料の低損傷スパッタ手法として、表面分析

分野で注目が高まっている。著者らはこれまでに有機 EL 材料の劣化・不良解析において

Ar-GCIB/XPS が深さ方向の状態分析に有効である事を示した 1)。さらに有機/無機界面分析や無

機材料表面への GCIB の適用も期待される中、著者らは Si 基板を用いて Ar-GCIB の入射条件に

伴う表面損傷および XPS スペクトルへの影響について検討を行い、Ar-GCIB による分析表面の

還元反応抑制効果、Ar 原子打ち込み量の低減、入射条件（角度・エネルギー）に伴う表面荒れや

非晶質化など、いくつかの Ar-GCIB のメリットと実用上の課題を見出した 2,3)。 
本報では、前報に引き続き Ar-GCIB/XPS を用いた Si 基板表面分析において、Ar ガスクラス

ターサイズが分析結果に及ぼす影響について検討を行った結果を報告する。 
 
2.実験 

Ar-GCIB(IONOPTIKA社製GCIB 10s)を搭載したXPS(Perkin Elmer社製PHI5400)を用いて、

Si 基板表面に Ar ガスクラスターサイズを変えた入射実験を行い、XPS スペクトル解析を実施し

た。Ar-GCIB 照射後の Si 基板表面性状は AFM(Digital Instruments 社製)により観察した。 
 
3.結果 
図 1 に Ar ガスクラスターサイズ（Dcs）を 1000 と 3000（ドーズ量は共に 2.9×1014ions/cm2）

で照射したときの Si 基板表面の AFM 像と XPS スペクトル(Si2p)を示す。初期表面粗さ

Ra=0.082nm に対して、Dcs=1000 で Ra=1.3nm、

Dcs=3000 で Ra=4.2nm と、クラスターサイズの増加

に伴う表面粗さの増加が認められた。Si2p スペクトル

は未照射表面に対して Ar-GCIB 照射に伴う Si-Si 結合

由来のピークの半値幅が増加している。これは非晶質

化によるブロードニングが起きていると考えられ 4)、

Ar ガスクラスターサイズの増加により Si 基板表面の

非晶質化が生じたと推察される。 
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